esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Semiconductor device manufacturing method for e.g. GaAs FET involves 
sticking chips to substrate, sticking lid to substrate and separating chips 
along adjoining areas 
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Abstract of DE1 9959938 

The method involves: (a) accommodating several 
semiconductor chips (7) in areas in a planar 
carrier substrate (1); (b) sticking a flat lid (2) on 
the carrier; and (c) separating the carrier and the 
lid along every area between adjoining areas (4) 
to form several semiconductor devices including 
the semiconductor chips. 
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Beschreibung 



sowohl cine sS£ £eT£ ^ " nd he,riff ' -he.scTndere 
Halblei, ere | erilen ^ U ; i e e ' n z e u s ^hauses e.nes Hochfrequenz- 5 

Bei einem Ha"b?eZ^^^^^ 

Band, verwender wi^D^me LV^ ^ den ' Ku ' 
spiel Epoxidharz. das ^ ^ ^ a,m Bei " 10 

aufweis.. in engen Kon.ak.% Dle ' ekt nzitatskons, a me 

sich erne Paraskarkapazi.a, erofhf ^ u ^^ hause . wodurch 

ein Gehause, das einen HohZ " "" d ,m all §emeinen 

des Halbleirerchip un^ ^ ° Lu " dic ob «= H*hc 
^S^"^^^^ — nde t en PreB- 30 

^^^^VuS^SS^s^ die folgenden 

lorden werden, d J G eha use h ^ Setrennte Tei * be- 

net werden. Anordnungen neu angeord- 

w.rken eincs sehr klein* ^kaUKh^"'^ ? nem Ei "- 
liche Anordnungen eehr Jh, i en Sto6cs in willkur- 30 
den, Faii. i„ ^l^SrZT^^ *? « * 
liause verwendei wird eine rT? Be fordern der Ge- 
Anzahl von Gehausen d e f on i" a "' CUn§ hinsi «*Uicl, der 

schine verarbeitet werden las "inrp ^T'^" Ma " 
Jeuergehauses verschlechlen Er S ,ebl S k e« des Haib- .« 

^-^r!£ " dem Fa » »i« einen, 

'et. urn eine Ereiebigke" zu ' '? MeUUrahinen ha »geIo- 

gemeinen verwende.en vests' " ^ in ' a "- 
men.I n diesen,FaIJerh6n!?ed^ Vf.terrahmens anneh- 
lungskosten. Ebenso mSsen a V HaTtl6t ™ *e Hersrel- 
bigkei, die getrenmen f Vh h h,ns,cl "Kch einer Ergie- 

'-S-wertahf e „s einzeln lelZZ^f eine » Verka P- « 
gegeniiber den. GuBgSSsc Er g^bigkeit nachieilig 

^ rsrSnd fits 2 8 u e r haffen wordcn - da * 

Hersieliungsverfahren einer T de,1 'S e '»aB darin. ein 
verkapseHen HaJbleiLvortd , u „« nem " ohlra ""'?ehause 
Verschlech.erung de SS 2U , schaff ^. das eine 

CiemaB einem Asoekw i a ^ ha "g'Sen Anspriiche. 
einen, luS^^^^^SAnd^ wird 
tung ein Haiblei.erchipirSem L Ha,b,e "ervomch- 
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MehrzahlvonHaSe^oS"' Wird daher ei - 

jewei, S den Ha.h.ei.e^S.r" aUSSebi ' det - 

gangslochem in ^^SS^T ^ V ° D Durch - 

gen^^ der vor.ie- 

durch Verklebeneines ersfen nl .? ^ Tra S^ubstr at 

eines zweiLen plS a S^T hnh ^ en Sub ^ 
den. in welched ei™ "SfciSaS? ^ T aus S e bilde t wer- 
chem zun, Ausbilden ler Me h S ^ Durch ^SsI6- 
gebildet sind Mehrzahl von Hohlraun.en aus- 

g^cZcichnunSTreru;?^" 3 ^ 3Uf die W«e- 

Es zeigen; 

sub^acs Sd r o XS2, e en An b SiCh ' ^ gehause- 
kleb. werden: JJeckel,eilen - bevor sie miteinander ver- 

lungsverfahrens jjcnaB ein. " d eines Herstel- 

der voriiegenden Erfindur!" ^ Ausl " hr "n^beispi els 

verS^TeiSau^bdrs^^^ b - ei - 

subsu-ais; dCr Struktur d es Tragergehause- 

i-egenden Erfindung; Au ^"''rung s be lsp i e l der vor- 

spiel der voniegendef SSX." und ^ Aust " h -n^ei- 

vornegendetE^^^^ 

sind gleiche Bezugszeichen fllS^ * Zeichnu "S 
d E ipSS— 

dung. Fig. 1 zciaieinTSmSH? ^ r° rl,e S cnde n Erfin- 

einander verkiebr v^d^fe^^^'ta "ri,- 

schnutsansichien zun, Beschr e ih P n ? . Ze,gcn Q uer - 
raumgchauses und seines ^7,? ' S '™ k,Ur eines H °hl- 
3A und 3B zei"e n ,2? iUnSSVerfahrens - d *e Fi«. 
Smdaur des Sge ^ JST " ZU '" Beschrei <*n dc 
perspcknvische A«l5 «?«f, u^?' ^ bei Fl * 3A «ine 
Teildraufsich. zeig,- und F f 4 , S '- 3B C,ne ver S r °Gcr,e 

querschnirtsansich des Sroe^ 5 ' Ve ^°^ Teil- 
verkapsel. worden isi rrdger?Chauscsu bs.ra IS . nachde„ les 

ne.. wenn es erforderiicrT is, Tra » ersubs ^ a '" bczeich- 

'eil: bezeichne, das B« U . S «S ^, S2c . ,chcn 2 cin Dcekel- 

KJebs,of,: und bezeicVne" das ,a ? enah n''-hen 

nun., in dcm Tragersu £ Trtl ^^f^ ^ H ° hN 

! - wie es m den Fi«. 2A bis 2C 
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gezeigt ist. werden die Deckelteile 2 niitiels de, ituk . , 

°rah,. Die tSSTSjS .^"S^'cten 8 eta L«i«,. 
von jrfon H,lbfcT=„ h 1 7 !S SeseBI ™ d die B*~ta> 
Sutam 1A 0£Z *» «r ™ 3i 

Fic 4 7 Clne Ver S r ° 6c «e Teilansicht von Fig 

bunden. welcl e Sn ?Srol IUS,er j nicht ver- 
4 vorgesehen ist 51™^^?"'^"' der ^hlr^ne 
eine, elektrischen V^nf^„2 l W i l,,n ' B,,ta ' « 
.renmeHalblei lerg ehause„,on!ien ^rd 6 ?C " 

von HohlrSunien 4 gcbildc, wird Tn h ^ GrUppcn 
werden die Hohlniu.ne 4 in „ w •' ede " 1 der Be ™c"c 45 

rcichen (HM^I^S? * » vier Ebencnbc 

Wie es aus der in it:™ in 5° 
draufsichi a, sc jn£ J j^T" ver ? ro ^.en Teil- 
gangslochern in e ne Me^ 6,06 MehrZah ' von Durc '> 
cicnir, ausaebi 1m daR^e 1 r" e,ne *" Pf ° Hohlrau »' * 
gen. Das Be^nsiifn"^-^^^ 1 durchdrin- 
der Oberflach/S HaTbfcS E,ek,rode ' die au '" 55 

den Hohlraun, 4 d„ P aUSSebi,dct d <* in 

^Sft^^ sic 
und das zweite SubsSBS i^H NUbS ' ra ' 1 A 
a s.nd aus drei Griinden vorgesehen: Durch 8 an 8 s,& h« «> 



k~ann Z nh daS der Endbenu.zer bestimn.en 

vo^nt "in^ ^' ,f 7 kl eines -kundaren Montage" 
nS u S nd " L ° tkegel aUS « ebi,det wo ^n ist oder 

nei VerlL^f* 0, daB Gas en,w eich.. das wahrend ei- 
nes Verkapselungsverfahrens verwendei wird. 



dct wird. Z^Sl^^? ^us.ers 
sirais 1A an«eori™ .«■ ? -' aChC dcS crsIcn S"b- 65 
AnschluB 1 if cSfa™ frier " U - dem trei,ie Senden cx.emen 
1 A an C eor inef i , ' RUCkSe " e deS ers,en ^sims 



Das Tragersubstrai 1. welches das erste Subsirai 1A »„h 
ausgebildet "Banischen Materia] 

nischen MaKrial au.gebE' ° dcc «*«- 

zahl von DSaJ^hemt^ 1 - ^ ^ ,ChC ' n eine Mehf - 

eine Schicht S^Sfi? ^£212?" «™ 

angeordnet. von denen jederS Mefea L " n / e ' Che 
angend ^B^^lUt^^^S^S, 

Jch des T^H^ , S^^S^ m ^ h ^- 
s.ra. 1 Feai-teif S Verleih ' de '" Tragersub- 

durchdringen. daG sic JllZt ^ 1 ^ 
Hohlrtiu,,«4befinden der jeweiligcn 

*^?£^&L7*2™ die •i—i<igcn Hohl- 

Bereiche iTlachen^ Hpc -r ecKci L tC!l 2 aut >'dcm der vier 

werden. die alle den emzelnen Halbieiierchip 7 
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enthalten. g 
Hoh"l,™SS^r J"*"*"* » di. State,, d „ " *"J d e r£w e iii gCT „ 

f a \ wenn der Endbenutzerdas Haikil". aer 1 externen Eiektrode, 

keIteil2vcrwende,.Kosren die A.Lh a ^ ^ Dek ' 55 w «lurch eine vcrhaf^f. rschne,dec harakteristik auf 

•e-ie 2 auf den Genause" |S„ {Zfe ^ " " imid - daVin d t"^ 1 " ° bsleich sic h Alumi- 

Heisiellungssys.eii. beziehen ' Ch ein ^onnen die Deckel eile° eh verk ™"™ oder verbiesu, 

u, ,nun S Oder Verbiea^o'in r° a " Sre,chend der-Verkriin"- 

Durchganislflchcr 5 deran in dem £5™^ ? U " g di ° ^"gestellt weSn^nd h brk . a f 8clun * schl «k«cri S Ukcn si- 
b.ide, daB sie sowoh, dic ROctl^SriS il^S " --^ei d rn d s rn d W,rkt ^ ^ ^ 

(6; In dem ers.en Aus ttihrunsshcispieI dcr 
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Erfindung werdcn die Gehause gemaB dem folgenden Ver- 
fahren angeordnet: das heiBt durch gleichmaBiges Teilen der 
Inncnflache des Tragersubstrais 1 in vier Flachen, durch 
Ausbilden eines als Kreuz geformten Tragers in der Mitte 
des Tragersubstrais und durch Herstellen der Deckelteile mil 
einein Viertel der Abmessung des Tragersubstrais (siehe 
Fig. 1 bis 3B). 

Wenn das Tragersubstrat groBer und diinner wird. verrin- 
gen sich die Fesiigkeit des Tragers ubstrats. Jedoch laBt ein 
Ausbilden des als ein Kreuz geformten Tragers in dcrn Tra- 
gersubsirai ein Erhohen der Fesiigkeit des Tragersubstrais 

zu. 

Wciierhin kann das Verkrunmien in dem gesamten Tra- 
gersubstrat durch Pressen des als Kreuz geformten Tragers 
wahrend des Drahtkontaktierverfahrens vermindert werden, 
was ein stabiles Kontaktiercn bewirkt. 

Aus diesen Grunden kann, solange die Deckelteile ebenso 
dcrart ausgcbildci werden. daB sic die gleiche Abmessung 
wie die vier Flachen annehmen, die auf dem Tragersubstrat 
ausgebildet sind (das heiGt ein Viertel der Abmessung des 
Tragersubstrats), das Verkrummen in dem Tragersubsirat, 
das von einer Differenz in einer thermischen Ausdehnung 
herruhrt. wahrend des Verkapsclungsverfahrens verringert 
werden. und kann ebenso die Restspannung in der Mine und 
den Enden der Deckelfliichen verringert werden. 

(7) Weiterhin kann in dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung ein organisches Substrat. wie zum 
Beispiel ein Material auf Glasepoxidbasis. anstelle eines 
Aluminiumoxidmaterials fur das Tragersubstrat verwendet 
werden. 

Obgleich ein Aluminiumoxidmaterial unter Berucksichti- 
gung einer Verschlechterung der Hochfrequenzcharakteri- 
stiken des Halbleiiergehauses in dem C-Band oder dem Ku- 
Band ausgewahlt wird, kann die Verschlechterung der Cha- 
rakierisiiken des Halbleitergehauses vernachlassigbar wer- 
den, wenn die Gehauseabmessung klein ist. In einem derar- 
tigen Fall kann. solange ein Glasepoxidmaterial, welches 
einc hervorragende Gehauseirenncharakteristik aufweisi 
und gegenuber einem Verkrummen bestandig ist, fur das 
Tragersubstrat verwendet wird, eine Ergiebigkeii des Halb- 
leitergehauses stark erhoht werden. 

Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines zweilen Aus- 
fiih rung sbei spiels der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 5 zeigt eine vergroBcneTeildraufsichl zum Beschrei- 
ben eines Hohlraumgehauses gemaB dem zweiten Ausfiih- 
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, die das Trager- 
substrat 1 darsiellt, bevor das Tragersubstrat 1 verkapselt 
wird. 

Wenn sich das Volumen jedes Hohlraums 4 wahrend der 
Warmebchandlung ausdehnt, die bei dem Verkapselungs- 
verfahren durchgeftihrt wird, wird die innere Lufi derart 
krafivoll verdrangu das sie in den Raum zwischen den Dek- 
kelteilen 2 und dem Tragersubstrat 1 eindringt. wodurch 
Blascn erzeugt werden. Wic es in Verbindung mil dem er- 
sten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erlindung be- 
schrieben worden ist. eniweichen die meisten der Blasen aus 
den Durchgangslochern 5. die in der obcren Flache des 
zweiten Subsirats IB (das heiBt dem oberen Substrat) des 
Tragersubstrais 1 ausgcbildci sind. Jedoch bleiben einige 
der Blascn in den Schneidelinien, die zum Trennen der 
Halbleitergehause verwendet werden. 

Die Blasen bewirken keine Leckaustallc, wahrend das 
Tragersubstrat in der Form eines lagenahnlichen Subsirais 
bleibt. Jedoch konnen, wenn die Halbleitergehause getrenni 
werden. die Blascn Lcckausfallc verursachen. 

Urn derartige Leckaustallc zu verhindern, werden Rillen 
10A dcrart in der oberen Flache des Tragersubstrais 1 ausgc- 
bildci. daB sie mil den angrcn/.enden Durchgangslochern 5 



in Verbindung stehen. Weiterhin werden ebenso Rillen 10B 
derart in dem Tragersubstrat 1 ausgebildet. daB sie die Rillen 
10A mit den HohLraumen 4 verbinden. Ein Ausbilden von 
derartigen Rillen 10A und/oder 10R fuhrt 7.u einem aktiven 
5 Freigeben der Blasen, die in der Schneidelinie bleiben. wo- 
durch Leckausfalle in den Halbleiiergehausen nach einem 
Zerschneiden vermindert werden. 

Nachsiehend erfolgi die Beschreibung eines dritten Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. 
10 Fig. 6 zeigt eine vergroBene Teilquerschnittsansicht zum 
Beschreiben eines Hohlraumgehauses gemaB dem dritten 
Ausfuhrungsbeispiel der vorLiegenden Erfindung, die das 
Tragersubstrat 1 zeigt, nachdem es verkapselt worden ist. 
In dem Fall, in dem Harz einer niedrigen Viskositat fiir 
15 das Verkapselungsklebstoffinaterial 3 verwendet wird, kann, 
wenn eine HarzfluB zu dem Zeitpunkt eines Aushartens des 
Harzes wahrend des Verkapselungsverfahrens entstehi und 
wenn die Durchgang sloe her 5 in dem Tragersubstrat 1 mit 
einem konstanien Durchmesser bzw. einer konstanten Boh- 
20 rung ausgebildet sind, das Harz den oberen Abschnitt der 
externen Elektrode 11 bedecken, die auf der Innenflache der 
Durchgangslocher 5 vorgesehen ist. In einem derartigen Fall 
wird, wenn der Endbenutzer ein Halbleitergehause auf eine 
Platte montiert, kein Lot an der externen Elektrode haften, 
25 wodurch ein Ausfall verursacht wird. 

Urn einen derartigen Ausfall zu verhindern, werden, wie 
es in Fig. 6 gezeigt ist, Durchgangslocher 5 A, die in dem er- 
sten Substrat 1A (das heiBt dem ersten unteren Substrat) 
ausgebildet sind, derart ausgebildet, daB sie einen kleineren 
30 Durchmesser als Durchgangslocher 5B aufweisen, die in 
dem zweiten Substrat IB (das heiBt dem zweiten oberen 
Substrat) ausgebildet sind. Kurz gesagt wird eine Stufe in 
den Durchgangslochern 5 zwischen dem ersten Substrat 1A 
und dem zweiten Substrat 18 ausgebildeu welche verhin- 
3.S dert, daB das Harz in die Durchgangslocher 5A eindringt, 
die in dem ersten Substrat 1A ausgebildet sind. Auch wenn 
Harz einer niedrigen Viskositat als der Verkapselungskleb- 
stoff 3 verwendei wird. wird der obere Abschnitt des exter- 
nen Anschlusses 11 nicht von dem Harz bedeckt. 
40 Nachstehend erfolgt die Beschreibung eines vienen Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, 

Fig. 7 zeigt eine perspekiivische Ansicht zum Beschrei- 
ben eines Hohlraumgehauses gemaB dem vierten Ausfuh- 
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, die den Zustand 
45 des Klebstoffs zeigt, der auf eine Verkapselungsflache des 
Deckelteils 2 aufgetragen ist, bevor das Deckelteil 2 zum 
Vcrkapseln verwendet wird. 

Der Verkapselungsklebstoff 3. der in dem ersten Ausfuh- 
rungsbeispicl der vorliegenden Erfindung vcrwendei wird. 
50 ninimt eine lagenahnliche Form an. Wenn die Deckelteile 2 
durch Erhohen der Warmemengc. die wahrend des Verkap- 
selungsverfahrens zugefuhrt wird, an das Tragersubstrat 1 
geklebi werden, bleiben Blasen, die in dem Verkapselungs- 
klebstoff 3 cnlwickcli werden. in der Lagenoberflache von 
55 diesem zuriick. Uni ein Ausbilden der Blasen zu verhindern, 
wird das Muster des Klebsioffs von einer Lage zu einem 
Punktmuster geanderi. Das Bezugszcichen 12bezeichnet ei- 
nen punktcemusterien Klcbstoff, der auf die Oberflache des 
Deckelteils 2 aufgciragen ist, welches an das Tragersubstrat 
60 1 zu kleben ist. 

Wenn das Tragersubstrat 1 verkapselt wird, werden Bla- 
scn, die in dem Klebstotf 12 entwickell werden, mittels des 
Raums zwischen den Punkten nach auBcn gepreBt und abge- 
geben. Nachdem das Triigersubstrai 1 durch das Deckelicil 2 
65 vollstandig verkapselt worden ist, bleiben kcinc Blascn in 
dem Harz zuruck. DemgemaB cntsteht auch nach einem 
Trennen des Tragersubstrais 1 in CJchause kein Leckausfall 
in den Halblciiercehauscn. 
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hrina. -f— a,e e,nen HaJblei.erchip 7 unter- 

— ^ 

ren a u ; dem Zg"™™^** ^ htkonlaklle . 
lunglverfehrenV^ 2 C £ zu^ haUSesm,k,ur und des Hers.el- 

e.n Chip direk. an dem Tra» ersu £S t hit T^' 50 daB 
chitTfewc"ir e 0 ^S den ErfindUnS Werden Ha ""e it er- 

'«taIi«^D B cl B L^c^3^ ,de, t ind - piatten - 

und das Tragersubs.rat wFrt i^i a .H^ a^!e u Ub!il^l, geklebt 
««. Als Ergebnis toneTSSSSSTSdT "T^" 
tenstiken erzieii werden weight ^? S . d Tren ncharak- 
s.nd. die durcn ^ «^ 

««£Su^^ ™er Hohl- 

Ergiebigkeit S^gffiJS,^ ^ he dic * ,eiche 
stellt. die dutch ein GulWh»- . Wle diejenigen sicher- 

Verschlech.emnJ dS H-hf * erZ ' ek Wenden - Und kei <* 
wirkt. ° "^"^quenzcharakteristiken be- 

Du^ntjhe^in ffffh^ Ernndung 

.ins S' E t k uS gereub r eine z --'-<- 

Schichl an 2 eord net undS^T ^ W** 3Ut ' der ersle " 
rau„,e und^rSln ein 1^ Sch ' Ch ' bildeldie Hoh '- 

stratsdurchdieDeckehei!!! ^f 56 '" 5 d « Tragersub- 
her verhindendieD^ H vcrursach. werden wiirden. Da- 
HarzfluB. ^ ZWe " en Ha ">leiter S chicht einen 

Weiterhin wird eine Sriifc in t>» l 
SebUde,. was einen - 

deS'^Siio^^ An r ne " S VO " ^hausen in 

Bereichen e „eil, und wfrd" t 6,06 Mehr zahl von 
Se-eihen B^i^S™ T ^cr zwischen den deran 
sersubs.ra.s erhSh" aUS?eb " det - was dlc P«,igk eil des Tra- 

§ ie?c i h ^^srjr^ k , ,einer ?en,acht - dae Sie 

die auf den. der -' ewe "'gen Bereiche werden. 

des VerkaDseluno S ver^h!I S ansons 'en wahrend 

dcr .henuSn fuS einer Ditf <*™ in 

kannebensoeineRestso^"" 8 ^l™" ^ Wci,crh " 
der Deckelteile verhTnden Werden **" Mi " C ^ *" E ^ 
R.l>en werden in der oberen F.ache des Tra 2 ersubs,ra ls 
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'3 material ist leicht zu zerschneiden A ' unnniu «K>»d- 
ner verhaltnismaBig SleS^SSLT ^^^""8 «- 
keit zu und vwltao-n t k ^^^^^Seschwindig- 
ZcochnciiJSSSS. ^ benSdaUer ^nge ein^r 

20 ^"SroSt «r? e^ H ei,, ° rganiSCheS Sub «* 
VerkapseiungfS:^ - ^ g u te 

onSr^s^srs,^??? ka r ,n substraiauf 

sepoxidbasis als dTs t2 T &n Ma,erial auf 
« wenn es erb r dJ r li 0 ? S isL T D g a ? UbS ' rat , VerWCndet WCrden ' 

da(5 innerhalb des uS 's der L? S ' dl desha,b - 

tenAandadu^ ch^^^fS^'jfr wird ««hnk- 
*> zubilden. Durchoan'sloch^r s £ « alb ; e »«gehausen aus- 

die Deckeheilc werden • Tra S«substrat und 

einer aeringen Reinhei, nH "' A,u »' iniu »'^idm a terial 
ausgebildet S Die HolSl^o h emCn ' °^ anische n Ma,erial 

ziel. eine hohc ErglebT^e^ q UenZcharakler ^.ik und er- 
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Patentanspruche 
Tra^crsubsirat « \\ ^ S^ennzeichnci, daB das 
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Hohlraura (4) verbunden isi. 

n a ^T' CllUn f r r !f hren Ciner HaIblei.ervorrich.ung 
eint ^"r^M 1 ^ " dadurch ^nzeichneu dal 
e.ne Mehrzahl von ers.en Durchgangslochem in den, 
Tragersubs^a. fl) zwischcn angrenzenden Hohlrau- 5 
men (4) ausgebildei is.. 

4. Herstellungsverfahren einer Halblei.ervorrichtunc 

t ™ ^binder, von angrenzenden ersten Durch- 
gangslochern und/oder Rillen (10B) zu.n Verbinden .0 
t S r T'" °. u 7 h SfSslochs und des Hohlraums (4) auf 
to Hauptflache des Tnigersubs.ra.s (1) ausgebilde, 

Lrh e T el[Un T? fa J lren ei " er Ha Iblei.ervon-ichtung 
nach Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet, daB das 15 
Tragersubstra. (1) durch Verkleben e.nes ers.en 
enahnhchen Substrats (IB) und eines zweiten planen- 

e n. ST n StratS (1A> aus S cbi 'd<=- wird. in welchcm 
e ne Mehrzahl von zwei.en Durchgangslochem ausge- 
b.lde. is.. die den Hohlraumen (4) en.sprechen. ° 

nnohT f - Cr i ahren einer Halbleiiervorrichtung " 
nach Anspruch x dadurch gekennzeichne,. daB die er 

San ^ ,6cher Cinen erslen Abschni.t (SB) 
durch das erste plattenahnliche Substrat (IB) und e nen 
zweiurr . Abschnit, (5A) durch das zweite plauenkhnh" 23 
che Subs.ra, (1A) aufweisen. in weiche.n der zwei.e 
Abschn... e.nen kleineren Durchmesser als der ers.e 
Abschniu aufweisl. 

7 Herstellungsverfahren einer Halbjei.ervorrich.unfi 
nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichneu daB daf 30 

l^J dUrCh Verkleben eines "s.en plat! 

enahnhchen Subs.ra.s und ^ Plat 

e fM:^tr rats(1AUussebiidei Wifd " » ™**>™ 

A,lhnH 7," , ZWe " en Durc «gangsl6chem zum 

isi einer fZahl VO " Hohl ™"'e" ^gebil- 35 

8^ Hersiellungsverfahren einer Halblei.ervorrichtun* 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichne,, daB die 
Hohlraume (4) durch einen Bereich. der keine Hoh 1- 

srsr aufweis *- inzwei ^^z'lii „ 

9. Herstellungsverfahren einer Halbleitervorrich.uno 

SeueT^ 11 ^ dad r h Sei-nzeichneu daB S 
Deckel e.l (2) enlsprechcnd den ieweiligen Grupoen 

gt:r1 deran 8 elei ''-'DeckeI,eile * 
die Hauptflache der jewcligen Gruppen geklcb. wer- 

10. Herstellungsverfahren einer Halblei.ervorrich.ung 
nach e,ne„, dor Anspriiche 1 bis 9. dadurch oekenn* 
«.chne, daB die Deckeheile (2) an die Haup.fllche des 
Tragersub SI rn.s (1) durch Auf. ragen von punk.genm 

enen Klebstoffcn zwischen dicsen gekfcbt werden 
n U l ngSVerta,1ren eincr Halbleitervorrich.ung 

"cTchn e rdar ; A T SpraChe ' biS 10 - dadurch Z<*°™ 
zcchnei dab das Tragersubstra. (1) aus einen, Alumi- 

n.u„ IOXI d,„a,erial einer geringen Reinhei, oder eine, , 
organischen Material ausaebildc. wird 

l;;,, HerS,ell " ngsverfahren ci ™ Halblei.ervorrich.unq 
nach e.ncm der Anspriiche 1 bis 11. dadurch gekenn 
ze,ch nel . daB das Deckel.eil (2) aus cinen, Alu.f.tnTum- eo 
ox.dmatenal e.ner geringen Reinhei. oder eine,, or "a- 
n.schen Material ausgebilde. wird ° 
13 Haibleitervorrichtung. die durch das Vertahren 
nach einem der Anspriiche 1 bis 12 hcrges.cU. is.. 

Hierzu 6 Seiic(n) Zcichnungen ^ 
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